Wroctaw, dnia08.09.2023r

Nr Sprawy: P0O.2721.93.2023

Protokot z procedury o udzielenie zamoéwienia

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Sie¢ Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
Przedmiot zaméwienia: Wykonanie struktur epitaksjalnych MOCVD GaN
epi dla Sieci Badawczej tukasiewicz
Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostato upublicznione w Biuletynie Informacii
Publicznej w dniu 22.08.2023
Publikacja zapytania ofertowego.
1) Data: 22.08.2023
2) Adres strony internetowej: - https://bip.port.org.pl
Termin sktadania ofert: do dnia 31.08.2023r wigcznie.
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Wybér oferty.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Seen Semiconductors

Ul.Domaniewska 37A
02-672 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spetnia wymagania i jest najkorzystniejsza cenowo.

Elektronicznie podpisany
Magdalena przez Magdalena Marzena
Marzena Milintowicz

m . Data: 2023.09.08 09:04:01
Milintowicz +0200°

(Podpis osoby upowaznionej)

Sporzadzita: Anna Kaszuba

Projekt pn. ,Wysokowydajne tranzystory AlGaN/GaN-HEMT wykonywane hybrydowa

technologiag MBE-MOVPE" dofinansowano ze $rodkéw budzetu panstwa, dotacja celowa
przyznawana instytutom dziatajacym w ramach Sieci Badawczej tukasiewicz na

podstawie umowy nr 2/£-PORT/Ct/2021

Stronalz1l

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii

54-066 Wroctaw, ul. Stabtowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 356893841

Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS,
Nr KRS: 0000850580
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